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基于重压法的犜狅狌犮犺犕狌狉犪形变过程模拟
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摘　要：拍击位移量是液晶面板出现ＴｏｕｃｈＭｕｒａ的根本原因，但因为玻璃基板的形变能够迅速回复，瞬时位

移量难以检测。文章通过重压法模拟了拍击位移过程，发现随着液晶量的增加，最大位移量也增加，但同时

回复能力大大增强，使得最终位移量反而变小。
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１　引　　言

液晶显示技术的发展日新月异，人们对液晶

面板的要求也不断提高［１２］。相关研究也广泛展

开，比如开口率、对比度、响应速度、视角范围、分

辨率等［３６］。在实际生产中，对液晶面板的性能检

测也越来越严格，ＴｏｕｃｈＭｕｒａ便是其中一项
［７］。

Ｍｕｒａ是日本词汇，表示一种液晶显示器显示画

面的不良现象，多为显示区域亮度或色度不均的

不良现象［８］。ＴｏｕｃｈＭｕｒａ指的就是由于在拍击

（Ｔｏｕｃｈ）液晶面板后产生的 Ｍｕｒａ现象。产生

ＴｏｕｃｈＭｕｒａ的根本原因是拍击造成面板上下两

层玻璃基板的位错，致使彩色滤光膜的黑矩阵

（Ｂｌａｃｋｍａｔｒｉｘ）无法正常遮挡而漏光。因为玻璃

基板具有一定弹性，所以拍击造成的位错能在拍

击力消失后很快得到一定程度的回复，这也致使

拍击过程中的位移量难以监测。

本文通过重物法模拟整个拍击的形变过程，

分析了位移量的变化，并比较了不同液晶量面板

的形变情况。

２　实　　验

图１为液晶面板的受拍击过程形变示意图，

实验通过重压法测试图中的形变位移量。

测试用面板为 ＴＦＴＬＣＤ工艺制备，常白模

式。取用１０块不同液晶灌装量的液晶面板，设计

的液晶灌装量与某次量产对比分别为 ９４％、

９５．５％、９７％、９８．５％、１００％、１０１．５％、１０３％、

１０４．５％、１０６％、１０７．５％。拍击位移量测量方法

如下：在液晶面板中间取两个相隔１ｃｍ的点作为
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图１　液晶面板的受拍击过程形变示意图

Ｆｉｇ．１　Ｓｃｈｅｍｅｏｆｐａｎｅｌｓｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｂｙｔｏｕｃｈ

观测点，以两个观测点的数据取平均值为最后值。

每块面板的观测点位置都相同。拍击位移量用光

学显微镜（ＳＴＭ６ＬＭＦ３１２，Ｏｌｙｍｐｕｓ公司）在

５００倍下进行测量，测量精度为０．０１μｍ。重物

法（见图２）需要测量３次位移量，第一次为在拍

击位置先放置５ｋｇ的重物，测量得位移量犛ａ；再

在５ｋｇ重物上用２ｋｇ重物从１０ｃｍ高度砸下后

取走，再次测量位移量犛ｂ；最后移走５ｋｇ重物，测

量最终位移量犛ｃ。
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图２　重压法模拟拍击过程

Ｆｉｇ．２　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆｔｏｕｃｈｐｒｏｃｅｓｓｂｙｗｅｉｇｈｔｐｒｅｓｓｉｎｇ

ｍｅｔｈｏｄ

３　结果与讨论

３．１　不同液晶量下的拍击位移量

图３显示的是在不同液晶量下，拍击液晶面

板左侧后的位移量。为了得到更客观的数据结

果，由３个人在相同条件下分别独立拍击这１０块

面板，得到３组数据。图３的横坐标为与某次量

产对比的液晶量，分别为９４％、９５．５％、９７％、

９８．５％、１００％、１０１．５％、１０３％、１０４．５％、１０６％、

１０７．５％。纵坐标为在光学显微镜下观测得到的位

移量。由图可知，当液晶量小于９６．５％时，拍击

位移量很大，在８μｍ左右，而且和由谁拍击几乎

没有关系（见图２椭圆区域内）。而当液晶量在

９７％～１０１．５％时，不同人拍击下的拍击位移量数

值变化较大，但总体关系还是明确的，即随着液晶

量的增加，拍击位移量变小。当液晶量大于

１０３％时，拍击位移量都很小，而且和液晶量以及

由谁拍击都没有关系（图２方框区域内）。
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图３　不同液晶量下的拍击位移量

Ｆｉｇ．３　ＴｏｕｃｈｓｈｉｆｔｄｉｓｔａｎｃｅｗｉｔｈｖａｒｉｅｄＬＣａｍｏｕｎｔ

３．２　重压法测得的模拟位移量

图４是重压法测得的３个位移量，分别为在

面板上压５ｋｇ重物的位移量犛ａ；再用２ｋｇ重物

从１０ｃｍ 高度撞击后的位移量犛ｂ；以及最后把

５ｋｇ重物取走后的位移量犛ｃ。由图可知，位移量

犛ａ与位移量犛ｂ 的趋势线几乎平行，２ｋｇ的重物

撞击能增加约３～４μｍ的位移量。随着液晶量

增加，位移量犛ａ 和位移量犛ｂ 都变大。最终位移

量犛ｃ则体现了不同的趋势，在液晶量较少时，最

终位移量犛ｃ与位移量犛ｂ 几乎相同（图４中左框

部分），当液晶量增加后，最终位移量犛ｃ反而变小

（图４中右框部分），最后趋于０。最终位移量犛ｃ

的趋势与拍击位移量的趋势（见图３）基本一致。

通过重压法，位移量犛ａ 和位移量犛ｂ 模拟了

面板在受拍击时上下基板的瞬时位移量，位移量

犛ｃ则模拟了受拍击后的最终位移量。从图中可

以发现，随着液晶量的增加，瞬时位移量增加，即
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图４　重压法模拟位移量

Ｆｉｇ．４　Ｔｏｕｃｈｓｈｉｆｔｄｉｓｔａｎｃｅｗｉｔｈｗｅｉｇｈｔｐｒｅｓｓｉｎｇｍｅｔｈｏｄ

液晶面板的形变变大；但同时液晶面板的回复能

力增强，在拍击后最终位移量犛ｃ要远小于瞬时位

移量犛ｂ，且液晶量越多，回复能力越强。

因此，从模拟结果可知，液晶量增加，同时增

强面板的形变能力和回复能力，这与实际生产检

测结果一致。

４　结　　论

重压法的最终位移量与人手拍击的位移量具

有相似性，反映了同样的变化趋势。另外，重压法

还可模拟在拍击过程中的形变。通过该模拟法，

可知液晶量较少时，拍击造成的位错难以回复，致

使较大的位移量；当液晶量增加后，虽然拍击造成

的瞬时位移量较大，但回复能力大幅提高，致使最

终位移量较小。
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